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Antimoneto de indio € um semicondutor de banda estreita comumente utilizado para a construcdo de detectores de infravermelho, incluindo
cameras térmicas de imagem, FLIR Systems, sistemas de orientacdo de misseis teleguiados infravermelho e em astronomia infravermelha. E
conhecido que InSb e GaSh, quando irradiados com feixes de ions, tornam-se porosos, aumentando significativamente sua area superficial. Este
trabalho tem por objetivo estudar as modificagdes causadas em filme de InSb (fabricados por sputtering) devido a irradiagao com feixes de ions.

As figuras 1, 2 e 3 mostram a variagdo na espessura dos filmes de InSb
frabricados por sputtering sobre SiO,/Si. Ap6s a irradiagdo com fons de
Au, 17 MeV e fluéncia de 2E14 cm observa-se distor¢do no pico do
InSb que deve-se a rugosidade da interface causada pelo aumento da

porosidade.
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Fig. 1- RBS de InSb para diferentes espessuras nao irradiado.
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Fig. 2- RBS de InSb para diferentes espessuras irradiados com fluéncia 2E14
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Fig. 3- Integral do pico correspondente ao InSb (Fig. 1 e 2) em fungdo da

espessura.
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